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<S7) Abstract: The invention relates to a light-emitting semiconductor component comprising a sequence of semicond actor layers 
(•») with an area of p-doped semiconductor layers (4) and n-doped semiconductor layers (3) between which a first pn junction (5a. 
5b) is embodied. The pn junction (5a, 5b) is subdivided into a light-emilting section (7) and a protective diode section (8) «n a 
lateral direction by means of an insulating section (6). An n-doped luyer (9) which forms a second pn junction (10) that acts as 
a protective diode along with the p-doped area (4) is applied to the p-doped area (4) in the zone of the protective d,ode section 
(8). The firet pn junction (5b) in the protective diode section (8) is provided with a larger area than the first pn junction (5a) in 
the light-emitting section (7). The protective diode section (8) protects the semiconductor component from voltage pulses due to 
electrostatic discharges (ESD). 
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(57) Zusanunenfa&sung: Die Erfindung bcirifft ein lichtemhtiercndcs Halbleiterbauelemcnt. das cine Halbleiterschichlenfolge (2) 
mit einem Bereich p-doiierter Halbleiterschichicn (4) mid n-dotierter Halblcitcrschichten (3) enthalt, zwischen denen ein ersrer 
pn-Obcrgang (5a,5b) ausgebildet ist. Der pn-Obergang (5a,5b) is! in lateraler Richlung von cincm isolierenden Abschnitt (6) in 
einen hchtemitticrenden Abschniu (7) und einc Schmzdiodenabschnitt (8) untertciH, hn Bereich des Schatzdiodenabschnitts (8) ist 
auf dem p-dotierten Bereich (4) cine n-dotierte Schichl (9) aufgehracht, die mit dem r>doiicrtcn Bereich (4) cincn als Schuizdiode 
fungierenden zweiten pn-Obergang (10) ausbildct, wobei der erstc pn-Obergang (5b) im Schutzdiodenabschnitt (8) eine groBcre 
FJkche als der erste pn-Obcrgang (5a) im lichtemittierenden Abschnitt (7) aurweist. Der Schaitzdiodenabschnitt (8) schulzi das lich- 
temittierende Halbleiterbauelement vor Spannongspulsen durch clcklrostatische Entladungen (ESD). 



